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PRZEKSZTAŁTNIK WYSOKIEJ CZ ĘSTOTLIWO ŚCI 
Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH 

TRANZYSTORÓW GaN 

W artykule opisano przykład zastosowania nowoczesnych tranzystorów z azotku galu do wyko-
nania przekształtnika napięcia w aplikacji nagrzewnicy indukcyjnej. Przedstawiono zalety nowocze-
snych tranzystorów GaN w porównaniu do tranzystorów MOSFET. Znacznie zredukowano całkowi-
te straty mocy oraz maksymalne temperatury pracy złącz tranzystorów przekształtnika. Pokazano 
wyniki porównawczej analizy termowizyjnej przekształtników zbudowanych na tranzystorach 
MOSFET oraz GaN. Pokazano również próby działania prototypu przekształtnika z nagrzewnicą in-
dukcyjną. 

 
 

HIGH-FREQUENCY POWER CONVERTER 
USING MODERN GAN TRANSISTORS 

Modern transistors made with gallium nitride in the application of induction heater voltage con-
verter are described in this paper. Advantages of modern GaN transistors in comparison to the 
MOSFETs are shown. Total power losses and maximum junctions temperature are significantly 
reduced. 
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